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Ga2S3 ОЬЭО ЮЧ ЬОЦТМШЧНЮМЭШЫ МЮ ЛКЧНК ТЧЭОЫгТЬă ХКЫРă, НТЧ МХКЬК 
materialelor cu conМОЧЭЫК ТО НО з 1020

 cm
-3

 НО НОПОМЭО ЬЭЫЮМЭЮЫКХО pЫШpЫТТ. ÎЧ 
ЬЭКЫО ЦШЧШМЫТЬЭКХТЧă GК2S3 ЬО ШЛ ТЧ ЭЫОТ ЦШНТПТМК ТТ α (МЮ ЫО ОК МЮЛТМă),  şТ  
(МЮ ЫО ОК СОбКРШЧКХă). DКЭШЫТЭă ЯКЫТОЭă ТТ ЬЭЫЮМЭЮЫКХО, Хă ТЦОК ЛОЧгТТ ТЧЭОЫгТЬО К 
cristalelor Ga2S3 ЯКЫТКгă ьЧ ХТЦТЭО ХКЫРТ, НО ХК β,η ОV pсЧă ХК γ,γ ОV, ХК ЭОЦpe-

raЭЮЫК МКЦОЫОТ. MШЧШМЫТЬЭКХОХО -Ga2S3 ЬЮЧЭ МШЦpЮЬО НТЧ ьЦpКМСОЭăЫТ ХКmela-

ЫО, МКЫО ЬО НОЬpТМă ьЧ pХăМТ МЮ РЫШЬТЦТ ЦТМЫШЦОЭЫТМО. PХăМТХО ЦШЧШcristaline de 

-Ga2S3 au fost crescute prin metoda transportului molecular foloЬТЧН ТШНЮХ ьЧ 
МКХТЭКЭО НО ЭЫКЧЬpШЫЭКЭШЫ. PХăМТХО НО GК2S3 МЮ РЫШЬТЦТ НО β00÷η00 Ц ШЛțТЧЮЭО 
prin despicare din monocristale au fost supuse tratamentului termic la 

ЭОЦpОЫКЭЮЫК 8γ0 K МЮ НЮЫКЭК НО ХК 10 ЦТЧ pсЧă ХК γ ШЫО, ьЧ ЯКpШЫТ НО Cd. 

PЫОЬТЮЧОК ЯКpШЫТХШЫ НО CН К ПШЬЭ МЮpЫТЧЬă ьЧ ХТЦТЭОХО 0,1÷1,0 ЦЦ. МШХ. HР. 
ÎЧ FТР.1 ОЬЭО pЫОгОЧЭКЭă НТКРЫКЦК БRD К МШЦpЮЬЮХЮТ -Ga2S3 ЭЫКЭКЭ ьЧ 

ЯКpШЫТ НО CН. IЧНОбКЫОК ХТЧТТХШЫ ТЧЭОЧЬО НТЧ НТКРЫКЦă ОЬЭО pЫОгОЧЭКЭă ьЧ TКЛ.1. 
DЮpă МЮЦ ЬО ЯОНО НТЧ FТР.1 şТ TКЛ.1, ьЧ ЮЫЦК ЭЫКЭКЦОЧЭЮХЮТ ьЧ ЯКpШЫТ НО CН, 
ХК ЭОЦpОЫКЭЮЫК ηθ0°C, ЭТЦp НО γ ШЫО, К ЦШЧШМЫТЬЭКХЮХЮТ НО -Ga2S3, se 

ПШЫЦОКгă ЮЧ МШЦpШгТЭ НО ЦТМЫШМЫТЬЭКХО α-Ga2S3, -Ga2S3, CНS şТ CНGК2S4. 
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Fig.1.  Diagrama XRD a compusului Ga2S3  

ЭЫКЭКЭ ьЧ ЯКpШЫТ НО CН,ХК T ţ 480°C, ЭТЦp НО γ ШЫО 

 

PЫОгОЧțК МЫТЬЭКХОХШЫ α-Ga2S3ьЧ МШЦpШгТЭ ОЬЭО МКЮгКЭă НО ПКpЭЮХ Мă ьЧ ЮЫЦК 
ЭЫКЭКЦОЧЭЮХЮТ ЭОЫЦТМ ХК ЭОЦpОЫКЭЮЫК ηθ0°C ПКгК  МЮ ЬЭЫЮМЭЮЫă ЧОШЫНШЧКЭă 
ЭЫОМО ьЧ ЬЭЫЮМЭЮЫă ШЫНШЧКЭă şТ ЬЭКЛТХă α-Ga2S3. Astfel, prin ЭЫКЭКЦОЧЭ ЭОЫЦТМ ьЧ 
ЯКpШЫТ НО CН, НО ХЮЧРă НЮЫКЭă, ЬО ШЛ ТЧО ЮЧ МШЦpШгТЭ НТЧ pКЭЫЮ ЭТpЮЫТ НО 
microcristale α-Ga2S3, -Ga2S3, CdS și CdGa2S4. 

Tabelul 1 

IНОЧЭТПТМКЫОК ЫОПХОбОХШЫ БRD ТЧНТМКЭО ьЧ FТР.1 

Valori experimentali FТșОăICDD-JCPDS 

Nr. 2 (°) I (a. u.) h k l Compus 

1 24,00 158 4 0 0 CdS 

2 25,58 176 2 0 2 α-Ga2S3 

3 27,98 314 1 1 1 α-Ga2S3 

4 29,04 168 0 0 2 CdGa2S4 

5 29,88 334 0 0 2 -Ga2S3 

6 30,74 144 2 2 1 CdGa2S4 

7 31,62 180 1 1 2 Ga2S3 

8 41,10 124 1 0 2 -Ga2S3 

9 41,30 120 3 1 3 -Ga2S3 

10 43,54 84 4 4 4 CdS 

11 49,32 322 1 1 0 -Ga2S3 

12 53,80 192 1 1 0 -Ga2S3 
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MКЫРТЧОК ЛОЧгТТ НО КЛЬШЫЛțТО К МЫТЬЭКХОХШЫ GК2S3 neintercalate la 

ЭОЦpОЫКЭЮЫК γ00 K ЬО РăЬОşЭО ьЧ ТЧЭОЫЯКХЮХ НО ОЧОЫРТТ (γ,γβ÷γ,γθ) ОV. LК 
temperaturi joase T = 78 K, ЦКЫРТЧОК ЛОЧгТТ НО КЛЬШЫЛțТО ЬО НОpХКЬОКгă ЬpЫО 
ОЧОЫРТТ ЦКЫТ şТ ЬО РăЬОșЭО ьЧ ЫОРТЮЧОК зγ,θη ОV. PОЧЭЫЮ К ЬЭКЛТХТ МКЫКМЭОЫЮХ 
ЭЫКЧгТ ТТХШЫ ШpЭТМО, ЬО КЧКХТгОКгă ПЮЧМ ТТХО (αС )1/2

 ţ П(С ) șТ (αС )2
 ţ П(С ), НТЧ 

МКЫО ЬО НОЭОЫЦТЧă ЭТpЮХ ЭЫКЧгТțТТХШЫ ОХОМЭЫШЧТМО şТ Хă ТЦОК ЛОЧгТТ ТЧЭОЫгТЬО. 
SpОМЭЫЮХ НО ПШЭШХЮЦТЧОЬМОЧță КХ МЫТЬЭКХОХШЫ ЬЭЫКЭТПТМКЭО -Ga2S3, la temperatura 

78 K, ОЬЭО МШЦpЮЬ НТЧ НШЮă ЛОЧгТ МЮ ЦКбТЦО ХК 1,87γ ОV (B2) șТ β,84 ОV (B1). 

RКpШЫЭЮХ ТЧЭОЧЬТЭă ТХШЫ ЛОЧгТТ A șТ ЛОЧгТТ B ОЬЭО НО з βη. CЫТЬЭКХele Ga2S3 sunt de 

ЭТp Ч, КЬЭПОХ ОЧОЫРТТХО ЧТЯОХОХШЫ МШЫОЬpЮЧгăЭШКЫО МОХШЫ β ЛОЧгТ НО ПШЭШХЮЦТЧОЬМОЧ ă 
pШЭ ПТ 0,4γ ОV șТ 1,40 ОV ЫОЬpОМЭТЯ pОЧЭЫЮ ЛОЧгТХО A șТ B. Lă ТЦОК ЫОХКЭТЯ ЦКЫО К 
ЛОЧгТТ A şТ ХТpЬК ЬЭЫЮМЭЮЫТТ ЯТЛЫК ТШЧКХО ЬЮЧЭ ПКМЭШЫТ МКЫО ТЧНТМă НОЬpЫe emisia 

ТЧЭОЧЬă НО ПШЧШЧТ ШНКЭă МЮ ЭЫКЧгТ ТТХО ЛКЧНă ЧТЯОХ НО ЫОМШЦЛТЧКЫО ЫОМОpЭШЫ. 
SОЦТХă ТЦОК ЛОЧгТТ A НО FL ьЧ ТЧЭОЫЯКХЮХ НО ЭОЦpОЫКЭЮЫТ 80÷βλ0 K ЬХКЛ НОpТЧНО 
НО ЭОЦpОЫКЭЮЫă (ЬО ЦăЫОşЭО МЮ з γ0 ЦОV), МООК МО КЫО ХШМ ьЧ МКгЮХ МсЧН 
temperatura Debey este ьЧКХЭă (  ţ β80 K). 

ÎЧ FТР. β, К, ОЬЭО pЫОгОЧЭКЭ ЬpОМЭЫЮХ НО ОЦТЬТО ХЮЦТЧОЬМОЧЭă К ЦШЧШМЫТЬtalelor 

Ga2S3 ЬЮpЮЬО ЭЫКЭКЦОЧЭЮХЮТ ьЧ ЯКpШЫТ НО CН, ХК ЭОЦpОЫКЭЮЫК НО 480°C, ЭТЦp НО θ 
ШЫО. EЧОЫРТТХО ЛОЧгТХШЫ НО ХЮЦТЧОЬМОЧ ă ЬЮЧЭ ТЧЭЫШНЮЬО ьЧ TКЛ.β. TШЭ КТМТ, este 

pЫОгОЧЭКЭă şТ ТЧЭОЫpЫОЭКЫОК МОК ЦКТ pЫШЛКЛТХă К ЬЭЫЮМЭЮЫТТ ЬpОМЭЫЮХЮТ НО FL. 
ÎЧ ТЧЭОЫЯКХЮХ НО ЭОЦpОЫКЭЮЫТ 78÷βλγ K, ТЧЭОЧЬТЭКЭОК FL ТЧЭОРЫКХă К ЛОЧгТТ 

НШЦТЧКЧЭО (С ≈1,84 ОV) ЬО ЦТМșШЫОКгă ЦКТ ЦЮХЭ НО η ШЫТ. ÎЧ FТР. β, Л, ОЬЭО 
pЫОгОЧЭКЭă КЭОЧЮКЫОК ЭОЫЦТМă К FL К ЛОЧгТТ НШЦТЧКЧЭО МЮ ЦКбТЦ ьЧ ЫОРТЮЧОК 
1,θ4÷1,7θ ОV. DЮpă МЮЦ ЬО ЯОНО НТЧ КМОКЬЭă pЫОгОЧЭКЫО К FL К МЫТЬЭКХОХШЫ 
Ga2S3 intercalate cu Cd, intensitatea FL (L) se descrie bine cu ajutorul 

formulei (1): 

,    
(1) 

ЮЧНО ΔE ОЬЭО ОЧОЫРТК ЬЭТЧРОЫТТ ЭОЫЦТМО К ПШЭШХЮЦТЧОЬМОЧ ОТ, L(0) – intensitatea 

emisiei luminescente la T = 0 K; K – constanta Stefan-Boltzman. 

 
Fig. 2. SpОМЭЫЮХ НО ОЦТЬТО ХЮЦТЧОЬМОЧЭă К ЦШЧШМЫТЬЭКХОХШЫ GК2S3 intercalate cu Cd (a) 

şТ КЭОЧЮКЫОК ЭОЫЦТМă К FL К ЛОЧгТТ НШЦТЧКЧЭО МЮ ЦКбТЦ ьЧ ЫОРТЮЧОК 1,θ4÷1,7θ ОV (Л) 
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Tabelul 2 

EЧОЫРТК pКЫЭТМЮХОХШЫ ьЧ ЬpОМЭЫОХО НО КЛЬШЫЛ ТО şТ ОЦТЬТО ХЮЦТЧОЬМОЧЭă  
a monocristalelor Ga2S3 şТ GК2S3 ЭЫКЭКЭО ьЧ ЯКpШЫТ НО CН 

Material Energia benzilor de FL la T = 78 K, eV 

Ga2S3 
B1 B2     

2,840 1,873     

Ga2S3 tratat 

ьЧ ЯКpШЫТ НО CН 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 

2,92 2,75 1,90 1,76 1,64 1,38 

ÎЧ ТЧЭОЫЯКХЮХ НО ЭОЦpОЫКЭЮЫТ 78÷βλγ K, ТЧЭОЧЬТЭКЭОК FL ЛОЧгТТ B2 scade 

НЮpă ОбpШЧОЧЭă МЮ ПКМЭШЫЮХ θ0 ЦОV, ТКЫ ХК ЭОЦpОЫКЭЮЫТ ЦКТ ЦКЫТ, КМОКЬЭă 
КЭОЧЮКЫО ОЬЭО ЦКТ pЫШЧЮЧ КЭă, Пactorul exponentei fiind 100 meV (Fig. 2, b). 

AșКНКЫ, ьЧ МЫТЬЭКХОХО GК2S3 ТЧЭОЫМКХКЭО МЮ CН, ОЧОЫРТК НО КМЭТЯКЫО ЭОЫЦТМă К 
ЛОЧгТТ ШЫКЧУ ОЬЭО НО θ0 ЦОV, ьЧ ТЧЭОЫЯКХЮХ НО ЭОЦpОЫКЭЮЫТ 78÷140 K, șТ 10θ 
meV, la temperaturi mai mari de 140 K. 

Concluzii 

Prin tratКЦОЧЭ ХК ЭОЦpОЫКЭЮЫК ηθ0°C ЭТЦp НО γ ШЫО К ЦШЧШМЫТЬЭКХОХОШЫ 
lamelare -Ga2S3 ьЧ ЯКpШЫТ НО CН ЬО ШЛ ТЧО МШЦpШгТЭЮХ НТЧ МШЦpШЧОЧЭО 
microcristaline α-Ga2S3, -Ga2S3, CdS şi CdGa2S4. 

MКЫРТЧОК ЛОЧгТТ НО КЛЬШЫЛ ТО К МЫТЬЭКХОХШЫ pЫТЦКЫО GК2S3 la temperatura 

camerОТ ЬО РăЬОşЭО ьЧ ТЧЭОЫЯКХЮХ НО ОЧОЫРТТ (γ,γβ÷γ,γθ) ОV. 
AЭШЦТТ НО CН ТЧЭОЫМКХК Т ьЧ ЦШЧШМЫТЬЭКХОХО СОбКРШЧКХО -Ga2S3 duc la 

ЭЫКЧЬПШЫЦăЫТ ЬЭЫЮМЭЮЫКХО -Ga2S3→α-Ga2S3. CШЦpШгТЭЮХ ШЛ ТЧЮЭ ОЬЭО ЮЧ 
ЦКЭОЫТКХ ПШЭШХЮЦТЧОЬМОЧЭ ьЧ ЫОРТЮЧОК ШЫКЧУ-ЫШșЮ К ЬpОМЭЫЮХЮТ. Energia de 

КМЭТЯКЫО ЭОЫЦТМă К ПШЭШХЮЦТЧОЬМОЧ ОТ НТЧ НШЦОЧТЮХ ЫШşЮ КХ ЬpОМЭЫЮХЮТ ОЬЭО 
ОРКХă МЮ θ0 ЦОV ХК ЭОЦpОЫКЭЮЫТ НТЧ ТЧЭОЫЯКХЮХ (78÷140) K șТ 10θ ЦОV ХК 
ЭОЦpОЫКЭЮЫТ T ≥ 140 K. 
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